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Beschre ibung 

Kontaktierung von Halbleiterchips in Chipkarten 

Die Erf indung betrif ft eine "Chipkarte, die einen Chipkarten- 
korper, einen Halbleiterchip und ein an dem Chipkartenkorper 
befestigtes Tragersubstrat, mit dem der Halbleiterchip elek- 
trisch und mechanisch verbunden ist, aufweist, wobei der 
Chipkartenkorper eine erste Kavitat und eine zweite Kavitat 
aufweist, wobei die zweite Kavitat in den Boden der ersten 
Kavitat eingelassen ist, so dafi die erste Kavitat sich seit- 
lich iiber die zweite Kavitat hinaus erstreckt und eine Boden- 
flache der ersten Kavitat die zweite Kavitat umschlie&t, und 
wobei das Tragersubstrat in der ersten Kavitat angeordnet ist 
und auf seiner Oberseite obere Flachenkontakte zum Auslesen 
der Chipkarte und auf seiner Unterseite untere Flachenkontak- 
te aufweist, die durch durch das Tragersubstrat verlaufende 
Kontaktlochleitungen (vias) miteinander elektrisch verbunden 
sind . 

Chipkarten bestehen im wesentlichen aus einem Chipkartenkor- 
per, in der Regel einer Plastikkarte , die zur Unterbringung 
des Halbleiterchips einen Hohlraum aufweist . Dieser Hohlraum 
besteht iiblicherweise aus einer auSeren, flachen Kavitat, in 
deren Bodenflache eine weitere, innere Kavitat eingelassen 
ist. Die innere Kavitat besitzt einen kleineren Flachenquer- 
schnitt als die auSere Kavitat, so daS sich die aufiere Kavi- 
tat seitlich iiber die innere Kavitat hinaus erstreckt. Die 
Bodenflache der aulSeren Kavitat umschlieSt die innere Kavi- 
tat . 

Die innere Kavitat dient dazu, den Halbleiterchip in dem 
Chipkartenkorper unterzubringen . In der aufieren Kavitat wird 
das Tragersubstrat angeordnet, mit dem der Halbleiterchip 
elektrisch und mechanisch verbunden ist. Die elektrischen 
Verbindungen des Halbleiterchips mit den Flachenkontakten auf 
der Oberseite des Tragersubstrats ermoglichen ein Auslesen 
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der Karte und - je nach Chipkarte - ein Einschreiben von In- 
formationen in den Halbleiterchip durch eine entsprechende 
Kontaktierung der oberen Flachenkontakte durch einen Chipkar- 
tenautomaten. 

Das Tragersubstrat ist auf der Bodenflache der auSeren Kavi- 
tat befestigt und fullt die aufiere Kavitat fast vollstandig 
aus . Das Tragersubstrat verdeckt gleichzeitig die innere Ka- 
vitat, in der sich der Halbleiterchip befindet. Daher wird 
der Halbleiterchip durch das Tragersubstrat vor auSeren Ein- 
fliissen geschutzt. 

Es sind Chipkarten bekannt , deren Tragersubstrate dazu auf 
seiner Oberseite Flachenkontakte aufweisen, an deren Rucksei- 
ten Bondverbindungen, beispielsweise Bonddrahte befestigt 
sind, die den Halbleiterchip mit den Flachenkontakten elek- 
trisch verbinden. Um die Bonddrahte mit den Ruckseiten der 
Flachenkontakte auf der Oberseite des Tragersubstrats verbin- 
den zu konnen, weist das Tragersubstrat unter jedem Kontakt 
eine Offnung auf. 

Weiterhin sind Chipkarten bekannt, deren Tragersubstrat auch 
auf seiner Unterseite Flachenkontakte aufweist. Die Flachen- 
kontakte sind mit dem Halbleiterchip wie auch mit den Fla- 
chenkontakten auf der Oberseite der Chipkarte elektrisch ver- 
bunden. Zur elektrischen Verbindung der oberen und der unte- 
ren Flachenkontakte miteinander sind in dem Tragersubstrat 
Kontaktlochleitungen, sogenannte vias gefertigt. Ein via ist 
eine vorzugsweise zylindrische Offnung in dem Tragersubstrat, 
die einen Durchmesser zwischen 0,1 und 1 mm besitzt und sich 
von der Unterseite bis zur Oberseite des Tragersubstrats er- 
streckt, wobei das obere Ende des vias bzw. Kontakt lochlei - 
tung haufig durch die oberen Flachenkontakte abgedeckt ist. 
Die zylindrische Innenwandung der Kontaktlochleitungen ist so 
bearbeitet, daS sie elektrisch leitend ist. Aufgrund einer 
entsprechenden metallischen oder anderen elektrisch leitfahi- 
gen Belegung der Innenwandung stellt das Kontaktloch eine 
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elektrische Leitung dar. Diese verlauft zwischen je einem 
oberen und einem unteren Flachenkontakt des Tragersubstrats. 

Kontaktlochleitungen in Tragersubstraten, deren obere Fla- 
chenkontakte erst nach dem Bohren der Kontaktlochleitungen 
aufgebracht wurden und die oberen Enden dieser Kontakt- 
lochleitungen daher abdecken, werden als blind vias bezeich- 
net . 

Chipkarten, deren Tragersubstrate blind vias aufweisen, haben 
den Vorteil, daS die den Halbleiterchip umgebende innere Ka- 
vitat vollstandig von der auEeren Umgebung der Chipkarte iso- 
liert ist; insbesondere konnen weder Feuchtigkeit noch Verun- 
reinigungen der Luft durch die vias in die Nahe des Halblei- 
terchips gelangen und diesen langfristig aufgrund von Diffu- 
sionsprozessen schadigen . 

Chipkarten mit blind vias sind jedoch teuer, und die oberen 
Flachenkontakte mtissen nachtraglich auf das mit den vias ver- 
sehene Tragersubstrat aufgebracht werden. Dabei mu6 gewahr- 
leistet sein, daS hierdurch eine elektrische Verbindung jeder 
oberen Kontaktf lache mit dem entsprechenden via hergestellt 
wird. 

Es ware denkbar, die Kontaktlochleitungen auch durch die obe- 
ren Flachenkontakte hindurch zu fiihren. In diesem Falle konn- 
ten das Tragersubstrat zunachst auf beiden Seiten mit Fla- 
chenkontakten versehen und anschlieSend die Kontaktlochlei- 
tungen eingebracht werden, wodurch die elektrische Verbindung 
des Kontaktlochs mit den Flachenkontakten auf beiden Seiten 
des Tragersubstrats durch den Herstellungsprozess der Kon- 
taktlochleitung sichergestellt ware. Jedoch ware dann auf- 
grund der zu beiden Seiten offenen Kontaktlochleitungen der 
Halbleiterchip aulSeren Einflussen ausgesetzt. Insbesondere 
Feuchtigkeit und Luf tverunreinigungen konnen durch die Hohl- 
raume, die im Inneren der leitfahig belegten Kontaktlochwan- 
dungen gebildet werden, in die innere Kavitat eindringen und 
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dort ein Mikroklima erzeugen, das den Halbleiterchip langfri- 
stig schadigt . 

Um dies zu verhindern, miifiten die Kontaktlocher verschlossen 
5 werden. Zu diesem Zweck konnten etwa die Hohlraume der Kon- 
taktlocher von einer Seite aus gefiillt werden. Entsprechende 
Hilfsmittel hierfur mufeten jedoch sehr genau auf der Oberfla- 
che des Tragersubstrats plaziert werden, um die Fullung aus- 
schlieSlich in die Kontaktlochleitungen einzubringen und 
10 nicht neben ihr abzuscheiden . 

Denkbar ware auch, die Kontaktlochleitungen nachtraglich mit 
flachigen Abdeckungen zu verschlieSen . Im Falle einer Abdek- 
kung an der Oberseite des Tragersubstrats mulSte die Abdeckung 
15 elektrisch leitfahig sein. 

Alle diese MaSnahmen erfordern Zusat zauf wand, um die Abschir- 
mung der Umgebung des Halbleiterchips , d.h. das Volumen der 
inneren Kavitat vor aulSeren Umgebungseinf lussen zu schutzen. 

20 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Chipkarte 
mit einem beidseitig mit Flachenkontakten versehenen Trager- 
substrat bereit zustellen, die preiswert herstellbar ist und 
den Halbleiterchip vor auSeren Umgebungseinf lussen, insbeson- 
'2b dere vor Feuchtigkeit und Luf tverunreinigungen schutzt. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi dadurch gelost, daS die 
Kontaktlochleitungen sowohl die unteren Flachenkontakte als 
auch die oberen Flachenkontakte durchstoSen und in dem Be- 
30 reich der ersten Kavitat, der sich seitlich auSerhalb der 

zweiten Kavitat erstreckt, angeordnet sind, und daS die Kon- 
taktlochleitungen am Boden der ersten Kavitat abgedeckt sind. 

Es wird eine Chipkarte mit einem Tragersubstrat bereitge- 
3 5 stellt, dessen Kontaktlochleitungen die Flachenkontakte auf 
beiden Seiten des Tragersubstrats durchstoSen, d.h. sich bis 
zu den AuSenseiten der beidseitig angeordneten Flachenkontak- 
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te erstrecken. Dadurch verbinden die Kontaktlochleitungen, 
die im Inneren der Kontaktlochwandungen hohl sind, an sich 
die Umgebung oberhalb des Tragersubstrats mit derjenigen un- 
ter ihm. Erf indungsgemaS jedoch werden die Kontaktlochleitun- 
gen in dem Bereich der ersten Kavitat angeordnet, der sich 
seitlich auSerhalb der zweiten Kavitat erstreckt, so daS die 
Kontaktlochleitungen in die Bodenflache der ersten Kavitat 
miinden. Da das Tragersubstrat am Boden der ersten Kavitat mit 
dem Chipkartenkorper verbunden wird, werden dort die Kontakt- 
lochleitungen automat isch verschlossen. Aufgrund der erfin- 
dungsgemaSen Anordnung der Kontaktlochleitungen ist es nicht 
mehr erf orderlich, zum Schutz des Halbleiterchips Abdeckungen 
fur die Kontaktlochleitungen anzubringen, da diese nicht mehr 
in das Innere der zweiten Kavitat fiihren. Die so geschaffene 
Chipkarte ist kostengunstig herzustellen und schutzt den 
Halbleiterchip vor aufieren klimatischen Einfliissen, so daS 
ein fur den Halbleiterchip schadliches Mikroklima nicht ent- 
stehen kann. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS das Tragersubstrat an seiner 
Unterseite durch eine Haftschicht an der Bodenflache der er- 
sten Kavitat befestigt ist und daS die Kontaktlochleitungen 
durch die Haftschicht verschlossen sind. In diesem Fall enden 
die Kontaktlochleitungen am Boden der ersten, auSeren Kavitat 
des Chipkartenkorpers auf gebrachten Haftschicht, die das Tra- 
gersubstrat halt. Die Haftschicht, die die Bodenflache der 
auSeren Kavitat bedeckt , deckt den Rand, der Unterseite des 
Tragersubstrats und dadurch gleichzeitig die unteren Offnun- 
gen der am Rand des Tragersubstrats angeordneten Kontakt- 
lochleitungen ab. 

Alternativ ist vorgesehen, dafi die Kontaktlochleitungen in 
Ausnehmungen der Haftschicht miinden und dalS die Haftschicht 
durch die Ausnehmungen gebildete Hohlraume umschlieSt und ab- 
dichtet . Hierbei sind in der Haftschicht des Chipkartenkor- 
pers Ausnehmungen vorgesehen, die in derselben seitlichen Po- 
sition wie die Kontaktlochleitungen des Tragersubstrats ange- 
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ordnet sind? Die unteren Offnungen der Kontaktlochleitungen 
kommen hierbei nicht unmittelbar mit der Haftschicht in Be- 
ruhrung; statt dessen sind sie um die Dicke der Haftschicht 
beabstandet zur Bodenflache der aufieren Kavitat des Chipkar- 
5 tenkorpers angeordnet . Dies kann vorteilhaft sein, wenn die 
Oberflache der unteren Flachenkontakte aufgrund der Fertigung 
der Kontaktlochleitungen leicht erhoht ist, beispielsweise 
wenn die Offnung der Kontaktlochleitung von einer ringformi- 
gen Erhebung umgeben ist. Da das Ende der Kontaktlochleitung 
10 in einen Hohlraum mundet, wird eine solche Erhebung von dem 
Boden der auSeren Kavitat nicht direkt beriihrt und behindert 
daher nicht den Kontakt zwischen dem Tragersubstrat und der 
Haftschicht . 

15 Vorzugsweise ist vorgesehen, daS die unteren Flachenkontakte 
des Tragersubstrats sich uber den Innenrand der Bodenflache 
der ersten Kavitat hinaus bis liber den Halbleiterchip inner- 
halb der zweiten Kavitat erstrecken. Hierbei konnen die An- 
schlusse des Halbleiterchips vertikal, d.h. senkrecht zur 

2 0 Flache des Chipkartenkorpers , weisende Kontaktstif te sein, 

bis zu denen sich in lateraler Richtung die Kontaktf lachen 
auf der Unterseite des Tragersubstrats erstrecken. Werden die 
im Bereich dieser Kontaktstif te angeordneten inneren Enden 
^ der unteren Flachenkontakte grofiziigig dimensioniert , so wird 
2d der Halbleiterchip auch bei einem geringf ugigen lateralen 
Versatz sicher kontaktiert. 

Einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm entsprechend ist der Halb- 
leiterchip nach dem f lip-chip-Verf ahren auf die unteren Fla- 
30 chenkontakte des Tragersubstrats gebondet . Bei dem f lip-chip- 
Verf ahren wird der Halbleiterchip um 180 Grad, d. h. auf Kopf 
gedreht von unten mit dem Tragersubstrat verbunden in den 
Chipkartenkorper eingebaut . Dabei ist die nicht kontaktierte 
Oberseite des Halbleiterchips dem Boden der zweiten, inneren 

3 5 Kavitat zugewandt und durch diesen von der nicht mit elektri- 

schen Kontakten versehenen Kartenunterseite her geschutzt. 
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Eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm sieht vor, dafe der Halblei- 
terchip im Bereich seiner elektrischen Verbindungen mit den 
unteren Flachenkontakten des Tragersubstrats mit einer elek- 
trisch isolierenden oder anisotrop leitfahigen Abdeckmasse 
bedeckt ist. Aufgrund der erf indungsgema&en, auf der Boden- 
flache der auiSeren Kavitat stattf indenden Abdichtung des Vo- 
lumens der inneren Kavitat gegenuber den Hohlraumen in den 
Kontaktlochleitungen und gegenuber der auSeren Umgebung der 
Chipkarte ist das Volumen der inneren Kavitat klimatisch ab- 
geschirmt. Kommt es jedoch aufgrund starker mechanischer Be- 
anspruchung des Chipkartenkorpers zu Undichtigkeiten und in- 
folgedessen zu einem Eindringen von Feuchtigkeit in die inne- 
re Kavitat, so schiitzt die Abdeckmasse die elektrischen Ver- 
bindungen zwischen dem Halbleiterchip und den unteren Fla- 
chenkontakten vor einer Korrosion. Fierzu kann ferner auch 
eine anisotrop leitfahige Abdeckmasse (anisotropic conductive 
paste) oder ein anisotrop leitfahiges Klebeband (anisotropic 
conducttive adhesive) verwendet werden. 

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daS die Haft- 
schicht sich vom Boden der ersten Kavitat aus in das Innere 
der zweite Kavitat hinein erstreckt und einen von der Abdeck- 
masse nicht abgedeckten Bereich des Halbleiterchips bedeckt. 
In diesem Falle wird, wenn etwa aufgrund auSerer Beanspru- 
chung die Haftschicht bereichsweise von dem Chipkartenkorper 
abgelost wird, jedoch noch an dem Tragersubstrat haftet, ein 
zusatzlicher Schutz des Halbleiterchips bewirkt. Da die Haft- 
schicht den uber die Unterseite des Tragersubstrats emporra- 
genden Halbleiterchip umhullt, stellt sie eine Schutzhulle 
dar, solange auSere Umgebungsluf t nicht zwischen die Haft- 
schicht und das Tragersubstrat eindringen kann. 

Hinsichtlich des Materials der Haftschicht sehen bevorzugte 
Ausf uhrungsf ormen vor, dafi die Haftschicht aus einem Materi- 
al, das erst bei erhohter Temperatur klebend wird, oder aus 
einem geharteten Fliissigklebstof f , vorzugsweise aus geharte- 
tem Cyanoacrylat ausgebildet ist. Eine Haftschicht aus einem 
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erst bei erhohter Temperatur klebenden Material hat den Vor- 
teil, daS in kaltem, noch nicht klebenden Zustand leicht Aus- 
nehmungen in die Haftschicht gestanzt werden konnen, in die 
spater die unteren Enden der Kontakt lochleitungen miinden. Bei 
5 einem Fliissigklebstof f kann hingegen auch das Innere der Kon- 
taktlochleitungen teilweise gefiillt werden und dadurch eine 
groSere Dichtungsf lache erreicht werden. 

Die erf indungsgemafi ausgebildete Chipkarte ist vorzugsweise 
10 eine Mobilf unkkarte . 

j Die Erfindung wird nachstehend anhand der Figuren 1 und 2 be- 
schrieben. Es zeigen: 

15 Figur 1 einen Querschnitt durch eine erf indungsgemaSe Chip- 
karte und 

Figur 2 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Oberseite 
einer erf indungsgemaSen Chipkarte. 

2 0 

Figur 1 zeigt einen Chipkartenkorper 1, der aus einem flexi- 
blen oder auch starren Kunststoff bestehen kann, im Quer- 
schnitt, wobei die Dicke der Chipkarte der Hohe des in Figur 
1 dargestellten Chipkartenkorpers 1 entspricht. Der Chipkar- 
25 tenkorper 1 weist eine aufiere Kavitat 10 auf, die in latera- 
ler Richtung, d. h. parallel zur Chipkartenf lache, einen gro- 
ISeren Querschnitt besitzt als eine weitere Kavitat 20, die in 
den Boden 15 der auSeren Kavitat eingelassen ist. Die auSere 
Kavitat 10 erstreckt sich seitlich nach links und rechts so- 

3 0 wie senkrecht zur Zeichenebene nach oben und unten iiber die 

innere Kavitat 2 0 hinaus, so dafi die Bodenf lache 15 den Quer- 
schnitt der inneren Kavitat umgibt . In der auSeren Kavitat 10 
ist ein Tragersubstrat 2 angeordnet . In der inneren Kavitat 
20 ist ein Halbleiterchip 3 angeordnet, der durch elektrische 
35 Verbindungen 9 mit dem Tragersubstrat 2 verbunden ist. Das 

Tragersubstrat 2 liegt iiber eine Haftschicht 7 auf der Boden- 
flache 15 der auSeren Kavitat 10 auf und ist auf diese Weise 
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an dem Chipkartenkorper 1 befestigt. Das Tragersubstrat 2 
dient erst ens dazu, den Halbleiterchip 3 ohne unmittelbare 
Beruhrung mit dem moglicherweise flexiblen Chipkartenkorper 1 
zu tragen, und zweitens dazu, den Halbleiterchip 3 zum Ausle- 
5 sen der Chipkarte elektrisch zu kontakt ieren . Zu diesem Zweck 
sind auf der Oberseite 11 des Tragersubstrats mehrere Fla- 
chenkontakte 4 angeordnet . Das Tragersubstrat 2 weist auf 
seiner Unterseite 12 weitere Flachenkontakte 5 auf, die einen 
anderen Flachenquerschnitt als die oberen Flachenkontakte 4 
10 besitzen. Sie erstrecken sich insbesondere mehr zur Mitte des 
Tragersubstrats hin als die oberen Flachenkontakte 4. Das 
Tragersubstrat 2 konnen im Zentrum der Oberseite 11 und der 
Unterseite 12 kontakt ahnliche Flachen, sogenannte Inseln be- 
sitzen, die selbst nicht zum Kontaktieren des Halbleitersub- 
15 strats dienen. Der Halbleiterchip 3 ist durch elektrische 

Verbindungen 9 mit den Flachenkontakten 5 auf der Unterseite 
12 des Tragersubstrats 2 verbunden. Die elektrische Verbin- 
dung zwischen den unteren Flachenkontakten 5 und den Flachen- 
kontakten 4 auf der Oberseite 11 des Halbleiterchips , wo Kon- 

2 0 takte eines Kartenautomats zum Lesen der Chipkarte aufsetzen, 

wird durch sogenannte vias 6 hergestellt. Ein via ist, wie in 
Figur 1 dargestellt, eine Bohrung in der Flache eines Trager- 
substrats 2, die die Oberseite 11 mit der Unterseite 12 ver- 
bindet . In Figur 1 werden obere Flachenkontakte 4 und untere 
25 Flachenkontakte 5 durch ein entsprechendes via 6 durchbohrt . 
Das via kann diese Kontakte innerhalb ihrer Kontaktf lache 
oder auch am Rand durchstoSen. Die in Figur 1 dargestellten, 
mit 4 bzw. 5 bezeichneten und durch vias 6 getrennten Berei- 
che zeigen jeweils Teile ein- und desselben Flachenkontakts , 

3 0 so daS Figur 1 insgesamt je zwei obere 4 und zwei untere Fla- 

chenkontakte 5 abbildet . 

Ein via stellt einen Hohlkanal in der Masse des Tragersub- 
strats 2 dar, durch den AuEenluft in das Innere der Chipkarte 
3 5 eindringen kann. Die Wandungen 16 der vias 6 sind so bearbei- 
tet, dafi sie elektrisch leitfahig sind. Sie weisen eine Be- 
deckung aus einem elektrisch leitfahigen Material auf, das 
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wie die Wandung in Form eines Hohlzylinders ausgeformt ist. - 
Infolge der leitfahigen Deckschicht stellt das via eine Kon- 
taktlochleitung 6 dar. Das Innere der Kontaktlochleitung 6 
ist hohl und ermoglicht, sofern die Kontaktlochleitung 6 
5 nicht auf zumindest einer Seite des Tragersubstrats 2 abge- 
deckt wird, den klimatischen Austausch von Umgebungsluf t und 
dem Volumen im Inneren des Kartengehauses 2 . 

Die Kontaktlochleitungen 6 mussen nicht notwendigerweise ganz 
10 in der Querschnittsf lache eines Flachenkontaktes liegen; sie 
m konnen ebenso am Rand eines Flachenkontaktes 4 bzw. 5, bei- 
spielsweise and Rand des Tragersubstrats 2 angeordnet sein. 

Der in der inneren Kavitat 2 0 angeordnete Halbleiterchip 3 
15 ist durch die elektrischen Verbindungen 9, die unteren Fla- 
chenkontakte 5 und die Kontaktlochleitungen 6 mit den oberen 
Flachenkontakten 4 des Tragersubstrats 2 verbunden . Da die 
oberen Flachenkontakte 4 sich bis liber die innere Kavitat 2 0 
erstrecken, konnen die Kontaktlochleitungen 6 innerhalb der 
20 Querschnittsf lache, d. h. in Figur 1 innerhalb der Breite der 
inneren Kavitat 20, angeordnet sein. In diesem Fall muSten 
die unteren Flachenkontakte 5 lediglich einen kurzen latera- 
len Abstand zwischen den Kontaktlochleitungen 6 und den elek- 

7 

^ n trischen Verbindungen 9 des Halbleiterchips 3 iiberbrucken. 

' 2 5 Bei einer solchen Anordnung der Kontaktlochleitungen 6 konnte 
Aufienluft in die innere Kavitat 2 0 gelangen und so ein fur 
den Halbleiterchip 3 schadliches Mikroklima erzeugen. Insbe- 
sondere Feuchtigkeit und in der Luft enthaltene Schadstoffe 
konnen durch das Gehausematerial 3 des Halbleiterchips dif- 
3 0 fundieren und diesen schadigen, sofern die Kontaktlochleitun- 
gen nicht gefiillt oder abgedeckt werden. 

Herkommliche Chipkarten mit Tragersubstraten, die beidseitig 
mit Flachenkontakten versehen sind, weisen sogenannte blind 
35 vias auf, die auf der Oberseite 11 des Tragersubstrats 2 

durch nach der Ausbildung der Kontaktlochleitungen 6 aufge- 
brachte Flachenkontakte 4 abgedeckt und verschlossen sind. 
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Diese Kontaktlochleitungen erstrecken sich daher nur bis zur 
Unterseite der metallischen Flachenkontakte 4, d. h. nur bis 
dicht unter die Oberseite des Tragersubstrats 2. Daher mussen 
die oberen Kontaktf lachen 4 nach Fertigung der Kontakt- 
lochleitungen aufgebracht werden, was die Herstellung des 
Tragersubstrats und damit der Chipkarte verteuert. 

Erf indungsgemaS werden die Kontaktlochleitungen 6 in dem Be- 
reich der auSeren Kavitat 10 angeordnet, der sich seitlich 
auSerhalb der inneren Kavitat 2 0 erstreckt, so daS die Kon- 
taktlochleitungen 6 seitlich versetzt zur inneren Kavitat 20 
in den Boden 15 der auSeren Kavitat munden und dort abgedeckt 
sind, ohne daS es dazu eigener Hilfsmittel bedarf . Die erfin- 
dungsgemaSe Chipkarte schiitzt dadurch den Halbleiterchip 3 
vor einem schadlichen Mikroklima und ist zudem kostengunstig 
herzustellen. 

Die Kontaktlochleitungen 6 konnen an ihren unteren Enden auf 
unterschiedliche Weise verschlossen werden. In Figur 1 sind 
diesbezuglich zwei bevorzugte Ausf uhrungsf ormen dargestellt. 
Das in Figur 1 rechts dargestellte via 6 wird durch die Haft- 
schicht 7, durch die das Tragersubstrat 2 am Boden 15 der au- 
fieren Kavitat 10 an dem Chipkartenkorper 1 befestigt ist, 
verschlossen. Das in Figur 1 links dargestellte via 6 ist 
entsprechend einer alternativen Ausf uhrungsf orm von einer 
Ausnehmung 8 der Haftschicht 7 umgeben. Die Haftschicht 7 urn- 
schliefet den durch die Ausnehmung 8 gebildeten Hohlraum in 
der Ebene der Bodenflache 15 der auSeren Kavitat 10 von alien 
Seiten und dichtet den Hohlraum in dieser Ebene nach alien 
Seiten ab. Durch das via 6 in den Hohlraum 8 gelangte Aufeen- 
luft kann daher nicht in den Bereich der inneren Kavitat 2 0 
vordringen. Der Halbleiterchip 3 ist durch elektrische Ver- 
bindungen 9 mit den unteren Flachenkontakten 5 des Tragersub- 
strats 2 verbunden. Die an dem Halbleiterchip 3 montierten 
Anschlusse 9 (bumb) konnen auf die Kontakte 5 gebondet sein 
oder, wenn wie abgebildet eine Abdeckmasse 13 auf die Kontak- 
te 5 aufgebracht wird, auch dadurch elektrisch mit diesen 
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Kontakten verbunden werden, da£ der Halbleiterchip 3 so lange 
auf das Tragersubstrat 2 gedruckt wird, bis die Abdeckmasse 
13 fest geworden ist und die Chipkontakte 9 sicher und dauer- 
haft auf den Flachenkontakten 5 halt. Die Klebemasse 13 kann 
5 vor dem Aufdrucken des Halbleiterchips 3 bereits auf die Fla- 
chenkontakte 5 aufgebracht sein, in welchem Fall die einge- 
tauchten Kontakte 9 durch die Abdeckmasse 13 gedruckt werden. 
Der nach dem f lip-chip-Verf ahren, d. h. iiber Kopf an dem Tra- 
gersubstrat 2 befestigte Halbleiterchip 3 und das Substrat 2 

10 bilden zusammen das Modul der Chipkarte. Das Tragersubstrat 2 
ist vorzugsweise eine flexible Leiterplatte, die aus einem 
^ J Grundmaterial besteht, an dessen beiden Seiten 11, 12 Fla- 

chenkontakte 4, 5 aufgebracht sind. Das aus dem Grundmaterial 
und den beidseitigen Flachenkontakten gebildete mehrlagige 

15 Substrat wird vollstandig von den Kontaktlochleitungen 6 

durchbohrt, so daS das Tragersubstrat 2 selbst das Eindringen 
von Feuchtigkeit in die innere Kavitat 2 0 und damit das Ent- 
stehen von Chipausf alien nicht verhindern kann. 

20 Zur Befestigung des Kartenmoduls 2, 3 an dem Chipkartenkorper 
1 dient die Schicht 7, die beispielsweise aus einem Kunst- 
stoff (hotmelt) bestehen kann, der bei hohen Temperaturen 
klebend wird. Ebenso konnen ein flussiger HeiSkleber oder al- 

/0 ternativ schnell aushartende Kunststoffe wie beispielsweise 

~* 2 5 Cyanoacrylat verwendet werden. 

Die Haftschicht 7 ist in Figur 1 durchgehend dargestellt, d. 
h. sie erstreckt sich auch in die innere Kavitat 2 0 hinein 
und umschlieSt dort den Halbleiterchip 3 von unten her. Da- 
3 0 durch wird der Chip 3 zusatzlich geschutzt. Es reicht jedoch 
aus, wenn die Haftschicht 7 lediglich auf der Bodenflache 15 
verlauft, die die innere Kavitat 2 0 umgibt . In diesem Fall 
besitzt die Haftschicht 7 eine Aussparung, die so groS ist 
wie der Querschnitt der inneren Kavitat 20. 

35 

Figur 2 zeigt einen Ausschnitt einer erf indungsgemaSen Chip- 
karte in schematischer Darstellung. In einer auf dem Chipkar- 
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tenkorper 1 befindlichen auSeren Kavitat "10 ist eine noch 
weiter in die Tiefe des Chipkartenkorpers 1 gehende innere 
Kavitat 20 eingelassen, in der sich der Halbleiterchip 3 be- 
f indet . In der oberen Kavitat 10, die sich seitlich uber die 
innere Kavitat 2 0 hinaus erstreckt, ist das Tragersubstrat 2 
angeordnet . Zwischen der Unterseite des Tragersubstrats 2 und 
dem Boden der auSeren Kavitat 10 ist die schraffiert darge- 
stellte Haftschicht 7 angeordnet, die sich nur in den Berei- 
chen der auSeren Kavitat 10, die sich seitlich au&erhalb des 
gestrichelt umrandeten Querschnitts der inneren Kavitat 20 
bef inden, angeordnet . 

In diese Haftschicht miinden drei in Figur 2 auf der rechten 
Seite des Tragersubstrats 2 dargestellte Kontaktlochleitungen 
6 und werden durch diese verschlossen . In einer alternativen 
Ausf iihrungsart konnen die Kontaktlochleitungen 6 in Ausneh- 
mungen 8 in der Haftschicht 7 miinden, wobei auch in diesem 
Fall eine vollstandige Abdichtung erzielt wird, da in der 
Ebene der Bodenflache der ersten Kavitat 10 die Haftschicht 7 
die Ausnehmung 8 von alien Seiten umgibt und nach alien Sei- 
ten abdichtet . Ferner umschlieSt die Haftschicht 7 ebenso wie 
die Bodenflache der ersten, auSeren Kavitat 10 die innere Ka- 
vitat 20 von alien Seiten und verhindert dadurch einen klima- 
tischen Austausch von Umgebungsluf t . 
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Patentanspruche 

1. Chipkarte, die einen Chipkartenkorper (1), einen Halblei- 
terchip (3) und ein an dem Chipkartenkorper (1) befestigtes 

5 Tragersubstrat (2) , mit dem der Halbleiterchip (3) elektrisch 
und mechanisch verbunden ist, aufweist, wobei der Chipkarten- 
korper (1) eine erste Kavitat (10) und eine zweite Kavitat 
(2 0) aufweist, wobei die zweite Kavitat (2 0) in den Boden der 
ersten Kavitat (10) eingelassen ist, so dalS die erste Kavitat 

10 (10) sich seitlich iiber die zweite Kavitat (20) hinaus er- 

streckt und eine Bodenflache (15) der ersten Kavitat (10) die 
zweite Kavitat (2 0) umschlieSt, und wobei das Tragersubstrat 
(2). in der ersten Kavitat (10) angeordnet ist und auf seiner 
Oberseite (11) obere Flachenkontakte (4) zum Auslesen der 

15 Chipkarte und auf seiner Unterseite (12) untere Flachenkon- 
takte (5) aufweist, die durch durch das Tragersubstrat (2) 
verlaufende Kontaktlochleitungen (vias) (6) miteinander elek- 
trisch verbunden sind, 

dadurch gekennzeichnet, dafe 
2 0 die Kontaktlochleitungen (6) sowohl die unteren Flachenkon- 
takte (5) als auch die oberen Flachenkontakte (4) durchstoSen 
und in dem Bereich der ersten Kavitat (10) , der sich seitlich 
auSerhalb der zweiten Kavitat (20) erstreckt, angeordnet sind 

■/^ und dafi die Kontaktlochleitungen (6) am Boden der ersten Ka- 

"25 vitat (10) abgedeckt sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Tragersubstrat (2) an seiner Unterseite (12) durch eine 
30 Haftschicht (7) an der Bodenflache (15) der ersten Kavitat 

(10) befestigt ist und daS die Kontaktlochleitungen (6) durch 
die Haftschicht (7) verschlossen sind. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1, 

35 dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Kontaktlochleitungen (6) in Ausnehmungen (8) der Haft- 
schicht (7) miinden und daS die Haftschicht (7) die durch die 
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Ausnehmungen (8) gebildeten- Hohlraume umschlieSt und abdich- 
tet . 

4. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 3., 

5 dadurch gekennzeichnet, daS 

die unteren Flachenkontakte (6) des Tragersubstrats (2) sich 
iiber den Innenrand der Bodenflache (15) der ersten Kavitat 
(10) hinaus bis iiber den Halbleiterchip (3) innerhalb der 
zweiten Kavitat (20) erstrecken. 

10 

5. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Halbleiterchip (3) nach dem f lip-chip-Verf ahren auf die 
unteren Flachenkontakte (5) des Tragersubstrats (2) gebondet 
15 ist. 

6. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Halbleiterchip (3) im Bereich seiner elektrischen Verbin- 
2 0 dungen (9) zu den unteren Flachenkontakten (5) des Tragersub- 
strats (2) mit einer elektrisch isolierenden oder anisotrop 
leitfahigen Abdeckmasse (13) bedeckt ist. 

7. Chipkarte nach Anspruch 6, 

'25 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Haftschicht (7) sich von dem Boden der ersten Kavitat 
(10) aus in das Innere der zweiten Kavitat (20) hinein er- 
streckt und einen von der Abdeckmasse (13) nicht abgedeckten 
Bereich des Halbleiterchips (3) bedeckt. 

30 

8. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Haftschicht (7) aus einem Material ausgebildet ist, das 
erst bei erhohter Temperatur klebend wird. 

35 

9. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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die Haftschicht (7) aus einem geharteten Flussigklebstof f , 
vorzugsweise aus gehartetem Cyanoacrylat ausgebildet ist. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die Chipkarte eine Mobilf unkkarte ist. 
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Zusammenf assung 

Kontaktierung. von Halbleiterchips in Chipkarten 

Es wird eine Chipkarte mit einem Chipkartenkorper (1) , einem 
Halbleiterchip (3) und einem Tragersubstrat (2) beschrieben, 
wobei das Tragersubstrat (2) auf beiden Seiten (11, 12) mit 
Flachenkontakten (4, 5) und dazwischen mit Kontaktlochleitun- 
gen (vias) (6) versehen ist, welche die oberen und die unte- 
ren Flachenkontakte elektrisch miteinander verbinden. Da die 
Kontaktlochleitungen (6) im Innern hohl sind, kann Luftfeuch- 
tigkeit durch die Hohlraume in das Innere (2 0) der Chipkarte 
eindringen und den Halbleiterchip schadigen, wenn die Kon- 
taktlochleitungen (6) nicht abgedeckt sind. Die Herstellung 
abgedeckter Kontaktlochleitungen (6) ist j edoch teuer. Erfin- 
dungsgemaS wird vorgeschlagen, die Kontaktlochleitungen (6) 
so nah am Rand des Tragersubstrats (2) anzuordnen, daS ihre 
unteren Enden in den Boden einer aulSeren Kavitat (10) rminden 
und dort verschlossen sind. Hierdurch wird ein Eindringen von 
Feuchtigkeit in die innere Kavitat (20) , in der sich der 
Halbleiterchip (3) befindet, vermieden, ohne da£ es der Her- 
stellung einer eigenen Abdeckung der Kontaktlochleitungen (6) 
bedarf . 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 

1 Chipkartenkorper 

2 Tragersubstrat 

3 Halbleiterchip 

4 oberer Flachenkontakt 

5 unterer Flachenkontakt 

6 Kontaktlochleitung (via) 

7 Haftschicht 

8 Ausnehmung 

9 Chipkontakt (bump) 

10 erste Kavitat 

11 Oberseite des Tragersubstrats 

12 Unterseite des Tragersubstrats 

13 Abdeckmasse 

15 Bodenflache der ersten Kavitat 

2 0 zweite Kavitat 



